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【はじめに】波長 3μm 以上の赤外光が検出できる中赤外フォトダイオード(PD)は、微量の温室効

果ガスや有毒ガスの検知等への応用が期待される。我々は、メサ型の type-II InAs/GaSb 超格子を

持った p-i-n 構造 PD の開発を進めている。従来、本構造の PD では、表面リーク電流が増加する

問題があり、硫化アンモニウム等を使った InAs/GaSb 超格子の表面処理が研究されてきた [1]。

その中で、我々は、表面リーク電流の抑制には、パッシベーション前の窒素プラズマ処理が有効

であることを見出した[2]。本報告では、表面リーク電流の原因とされる化合物半導体表面の酸化

物に着目した。今回は GaSb 表面を分析対象として、窒素プラズマ処理による酸化膜の抑制につ

いて、従来の硫化アンモニウム処理との比較により検証した結果を報告する。 

【実験と結果】はじめに、大気曝露により表面が酸化した GaSb 基板をリファレンスとして用意

した。この基板に、硫化アンモニウム処理、窒素プラズマ処理をそれぞれ行った後の基板表面を

XPS 分析した結果を図に示す。Ga酸化物の厚みは、両条件ともリファレンスと比較して、大きな

差はなく、厚みは 1nm 程度であった。これは、表面処理後に基板を大気中に取出したときに Ga

が再酸化したと考える。一方で、Sb酸化物はリファレンスと比較して両条件ともに大幅に減少し

た。硫化アンモニウム処理では、Sb 酸化物は完全に除去したが、代わりに、厚み 2nm 程度の Sb

硫化物が生成されたことを確認した。これらの結果から硫化アンモニウムと窒素プラズマのどち

らの処理においても Sb酸化物を抑制する効果が確認 

されたが、我々の検討した窒素プラズマ処理の方が、 

従来の硫化アンモニウム処理と比較して Sb硫化物が 

生成されないため、より清浄な表面が形成されている 

と考える。さらに、表面処理を行った PDを作製し、 

表面リーク電流の評価を行っており、結果を報告する。    
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